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Die folgertden Angaben alnd den vom 

Selektrves Aufbringen von Polymerfilmen 

Verfahren zum aelektiven Aufbringen von ala Loaung 
handhabbaren Filmen fur die Erzeugung efnes ge muster- 
ten Films Insbesondere auf dam Goblet von integrfortan 
elektronlschen und optoelektronischen Bnrlchtungen, 
Ein al8 Looting handhabbares organrachea Material wf rd 
selektiv aufgebracht Indom dieses Material durch efne 
langgestreckte Bohrung von elnom In vorbfndung mft el- 
nem Vorratabehalter dfeaea Materials stehenden entf em- 
ten Ende zu einem distal en Ende nahe efnem Subatrat fQr 
die Aufnahme dieses Materials zugeffl hrt wfrd, wobef dfs 
ZufOhrung des Materials derart gesteuert wfrd, daft Infol- 
ge dea Kontakts zwischen dem Material und dem Subatrat 
das distale Ende unter dor Wlrkung dor Schwerkraft oder 
der Benetzungsspannung odor elner Kombinatfon dorsal- 
ben verlSBt. 
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Bescfareabung 

Die Erfindung bctrifft cin Verfafaren zum sclcktivc Auf- 
bringen von als Lflsung handhabbaren Rimen zur Erzeu- 
gung does gemusterten Films msbesondere auf dem Gebiet 
von integrierten elektronischen und optDeleldzoniscben Bin- 
ncbtungen. 

Viele integrierte elektrorrische Einricfatungen crfardem 
das Mustem enter oder mehrerer dinner Sc hicbtB H, dip is 
dxesec Einrichtungen nrit veradriedenen Auflosungswerten 
verwendet werden. Dies ist der Fall fur organischc elektro- 
rrische und opto-elektromsche Einrichtungen, das sind Ein- 
richtungen, die wenigstens eine elektrisch aktive oder opto- 
elektrisch aktive oxganiscbe Schicht enthalten, Solche Bin- 
richtungen umfassen gemusterte und/oder mehrfarbige or- 
ganische Ucntemitlierende Einrichtungen (OLEDs) und ins- 
besondexe solche, die Uchtemittiezende Polymere enthalten 
(LEPs). Solche organischen ScMchten WVm<>n organische 
Leiter sein, wie leitende Polymere (Polyanilin, Polyethylen- 
dioxythiophea und andere Polythiophcne, Folypyrrol und 
dergL und ihre dotierten Farmen) oder fluareszierende orga- 
nische Verbindungen und koojugierte Polymere, wie Alq3, 
Polyphenyleoe und Derivate, Folyfluorene und Derivate, 
Polythiophcne und Derivate, Polypheny LenvinyLeoc und De- 
rivate, Polymere, die heteroaxomalische Ringe enthalten, 
und dergL oder allgemein koojugierte 'Verbindungen (Mole- 
kule und Polymere), die Ladungftragertransport aufrcchter- 
halten konnen, oder organischc Halblcitcr. 

OLEDs, wie sie in der US-Patent schrift Nr. 5 247 190 
oder in der US-PatentscbriftNc 4 539 507 beschrieben sind, 
auf deren Inhall trier Bezug genommen wird, sind Displays 
in Form von ebenen Flatten, die elektrorriscb aktive dtmnc 
organische Scrrichten enthalten, wie oben erwahnt In 
US 1247 190 ist die aktive organische Schicht ein lichte- 
rnittierendes halbleitendes konjugiertes Polymer und in 
US 4 539 507 ist die aktive organischc Schicht ein lichtc- 
mimerender sublimierter Molekularfilm. Diese Displays 
enthalten erste und zweite Elektroden, die in der Lage sind, 
Ladungstrager entgegengesetzter Art in eine lichtcmittic- 
rende Schicht zu injizieren. Wenn ein elekxrischcs Feld zwi- 
schen den Elektroden angelegt wind, werden Ladungstrager 
entgegengesetzter Art in die lichternitnerende Schicht irrji- 
ziert, wo sic rekombinieren und dann strahlesd zerf alien, 
urn Licht zu emittieren. Die WellenlSnge des enutderten 
Li c ht s kann durch geeignete Wahl der lichtenrittierecden 
Polymerschicht eingestellt werden, urn dadurch die Farbe 
zuverandem, die cmitticrt wird Andere Schichtcn konnen 
eingeschlossen werden, beispielsweisc ist es moglich, eine 
Ladimgstransportschicht zwischen einer oder beiden Elek- 
troden und der hchtemittierenden Schicht einzuschliefien, 
umdkmjcktionvcnLadungstrftgern von den Elektroden in 
die HchtCTnitticrende Schicht zu unterstfltzen. 

Alternativ kdnnen mehr als eine lichternitnerende Schicht 
eingebracht werden, urn eine andere Art der Steuerung der 
Farbe der ernitrierten Strahlung zu erzeugen. Solche Dis- 
plays werden im tinzelnen in den oben genannten US-Pa- 
tcntscbriften beschrieben und werden daher trier nicht mehr 
im Detail beschrieben. 

Andere organische optische, eiektronische und optoelek- 
tronische Einrichtungen sind gemusterte Farbfilter fur LCD- 
Displays, gemusterte Fluoreszenzfilme, Fbtodioden und fo- 
tovoltaische Zellen, Diinnschichl-TVansistoren, Dioden, 
Trioden, Optokoppler, BiloVerstarker und dergL und ver- 
schdedene Xomninationen dicscr Einrichtungen in integrier- 
ten elektronischen Schaltungen. 

Hones Leismngsvermdgen von optischen, elektronischen 
und optoelektzonischen Einrichtungen, (fie solche aktiven 
organischen Schichtcn enthalten, crfordert eine groBc Sorg- 



falt beam Aufbringen und Verarbeiteo der organischen 
Sctrichten. Wenn "Kompromisse" bet der Vferarbciamg und 
Aufbringung dieser Schichtcn gemacht werden, verschlecb- 
tert sich oft das Leistungsvermogen der Einrichtung. Solche 
5 *Xonmromisse" sind jedoch oftmals erforderiich, beispieis- 
weise bei der Herstellung von Einrichtungen, in denen eine 
oder mehrere aktive organische Sctrichten als Muster aufge- 
bracht werden mussen, beispielsweisc zur Herstellung einer 
mebrrarbigen rot-grimblau (RGB)-LEB-Einrichtung. 
10 Verscrriedene Musterungsverfahren sind untersucht und 
entwickell worden, um gemusterte organische DunrnllnKdn- 
richtungen herzusteUen, von denen die meisten in inter Ar> 
wendbarkeit sehr begrenzt sind und/oder Nachteile in dem 
Sinn aurweasen, dafl die Leistungsfthigkeit dieser Einrich - 
13 tungen schlechter ist als dfiejarige von ungernusterten ent- 
sprechenden Einrichtungen. Diese Musterungsverfahren 
umfassen das Auftiarnpfeo durch Lochmasken oder unter 
spezinschen Winkeln und Verweodung von Separatoren auf 
den Substraten der Einrichtung, was beides fur gemusterte 
20 Einrichtungen unter Verwendung von sublimierten organi- 
schen Hlmen angewendet wird. Diese Verfahren haben je- 
doch Einschrankungen hinsichtlich GrflBe undAxkr Auflo- 
sung und sind nicht wirklich fur als LSsung handhabbare 
Materialien, wie konjugierte Polymere, anwendbar. Ver- 
25 sc hi edenc fbtohthogransche Musterungsverfahren konnen 
grundsfltzlich zum Mustem von organischen Hlmen ange- 
wendet werden, aber dies fuhrt oft zu einer Verunrednigung 
der Tr ennfl ach e n und einer Vcrschlechterung der Leistungs- 
fihigkeat der Einrichtung. In vielen Fallen sind die Verfeh- 
30 ren (UV-Iicht, Brenn- oder ThxAenschritte und deigL) und 
die Cnemikalien (Fotoresiste, Atz- und Entwicklungslosun- 
gen, Lfisungsnrittel und dergL), die bei Utbografischen Ver- 
fahren angewendet werden, mit aktiven organischen Scrrich- 
ten nur gerade vertraglich, wenn aberhaupt All diese \fer- 
3S fahren bedingen zusatzliche Verarbciturigsschriltc und infol- 
gcdessen Kostea 

Als A lte rnat ive zum Aufbringen von Materialien, die als 
Losung handhabbar sind, wurde TmtenstrahldVuck fur die 
Herstellung von Einrichtungen mit Mustem hoher Auflo- 
40 sung untersuchL Obwohl Tintenstrahldruck cin sehr attrakti- 
ves Verfahren zur Herstellung von gemusterten Einrichtun- 
gen ist, da es ctirekt die Muster auf das Substrat "schreibt", 
obne daB zusatzlicbc nachfolgende Musterungsschritte er- 
forderiich sind, ergibt cr auch Einschrankungen fur das Ver- 
45 fahren: die mit Untenstrahl gedruckten Ldsungen, welche 
das bzw. die akrive(n) organische(n) Material(ien) enthalten, 
mussen einen Bcreich von Erforiernissen erfllllen, der sich 
auf die Vtskositat der Losung, die Konzentration und/oder 
die Benetzungseigenschaften des T^ntenstrahl-Druckkopfes 
» beziehen. Bei diesem Verfahren wurde auch unteraucht, Ein- 
richtungen mit hoher AuflOsung mit den geeignet bochauflo- 
senden Druckkopfen zu mustem, und daher mussen die Tin- 
tenstraM-lrdpfchengrdfien riernlich Idein sein, was Auswir- 
kungen auf den Durchsatz hat Wenn daher grdfiere Displays 
SS (oder andere Eirorichningen) nrit grdBeren Pixels oder "Ab- 
standsbereichen" hergestellt werden sollen, beispielsweise 
Ubcr 50 um oder sogar Ubcr cinigc 100 um, fur die jedoch 
die Aufitaungsanforderungen nicht sehr hoch sein konnen, 
sinkt die Attraktion des hochauflosenden 'Entenstrahl- 
60 drucks. 

Es ist ein Ziel der Erfindung, ein Muster- und Aufbring- 
verfahren fur als Losung handhabbare Materialien zu achaf- 
fen, die als aktive dflnne Rime in optischen, elektronischen 
und optodektronischen Einrichtungen verwenden, welches 
65 die obigen Nachteile verdrangt oder beseitigt 

GemflB einem Aspekt schafft die voriiegende Erfindung 
ein Verfahren zum selekb'ven Aufbringen eines als Losung 
handhabbaren organischen Materials durch Aufbringen des 
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Materials durch ewe langgestreckte Bohrung voo einem in 
Verbindung mil einem \focratsbchalter dieses Materials ste- 
henden entferntcn Ende zu einem di»t«irn Ende nabe einem 
Substrat zur Aumahme dieses Materials, wobei die Zufflh- 
nmg des Materials so gesteuert wird, dafi es das distaleEnde 
unter der Wirkung der Schwerkraft oder der Benetzungs- 
spannung oder einer Xombinadon derselben infbige des 
Kontakts zwischcn dieaem Material und dem Substrat ver- 
ttfiL 

Die Benetzungsspannung komrnl ins Spiel, wenn ein 
TrOpfchcn des Materials in Kontakt mit dem Substrat gc- 
bracht wird, wfihrcnd es noch am distalen Ende der Bohrung 
"festhangt". Es veranlafit das Substrat, das Trdpfchen vom 
distalen Ende der Bohrung "abzuziehen". Die Benetzungs- 
spannung ist durch die OberflachenspannungsqualitSten des 
Materials in Verbindung mit der Fonn des Tropf chens beim 
Veriassen des distalm Bn des der Bohrung, dem Benetzungs- 
winkel des Tropffchena mit dem Substrat, die Kapillarkrifte 
aus der Bohrung und dem Druck aus dem VbrratsbchMter zu 
steuern. Die Ycrwendung der Benetzungsspannung erznog- 
licht einen kontrollieibaieren und statischen Aufbringvar- 
gang. Fur grofie Aufbringflacben ist es jedoch anch mfiglich, 
daB die vorherrschende Kraft die Schwerkraft ist, d b., daB 
das Tropfchen das di stale Ende der Bohrung vor der Kon- 
taktberstellung mit dem Substrat veriaflt 

Die CbertraguE gsgeschwindi gkeii und -menge des durch 
die langgestreckte Bohrung zugenlhrten Materials wird vor- 
zugsweise durch Auswahl einer Kombination von Parame- 
cin einschliefilicfa der Quexschmttsflache der Bohrung, des 
Abstandes vam Substrat und der Zeit und des vom \brrats- 
beh alter ausgeubten Drucks gesteuert 

GemfiB einem weiteren Aspekt schafft die Erfindung ein 
Verfahren zum Herstellen einer optischen, elektromschen 
oder optoelektaxrischen Einrichtung, die die Schritte urn- 
fafit: 



langpstreckten Bohrung in Verbindung stent, wobei die 
Offinmgen cine verbindung der Bobrungen mit dem Vbr- 
ratsbehalter enndglichen. 
Fur die Verwendung verschiedener Materialien, z. B. un- 
5 terschiedlicher Farben, kann mehr als eine Bohrung vorge- 
sehen wezden. 

Eine mchrfarbige Ikhtemittierende Einrichtung kann dtei 
langgestreckte Bobrungen in Verbindung mit jcweils unter- 
schiedlichen Vbrratsbehflltem zur ZufUhrung von unter- 

10 schiedlichen Materialien zu vorbestimmten Bereichen des 
Substrats umfassen, wobei die unterschicdlichcn Materia- 
lien Lichtemittiercnde organischc Materialien sind, die Licht 
von unterschiedlichen WellenlSngen enrittieren konnen. 
Das Substrat kann ein v orgerb rmtes Muster voo Trenn- 

15 material (one sogenannte "Bank") zur Bildung vorbestimm- 
ter Bereiche tragen, in denen das selcktive Aufbringen stan- 
finden soil Urn eine optische, optoelektronische oder elek- 
taxnsche Einrichtung heizustellen kann ein Elektrodenma- 
terial in den vorbestimmten Bereicnen vor dem selektiven 

20 Aufbringen aufjgebracht worden sein. 

Die Steuexung der Ttopfchenausgabe aus den Bobrungen 
kann unter Anwendung einer Anzahl van Faktaren, insbe- 
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(a) AusbiMen auf einem Substrat eines vorbestinunlEn 
Musters von TVennmaterial zur Bildung von vorbe- 
stimmten Bezeichen fur das darauffolgende Aufbrin- 
gen eines als Losung handhabbaren Materials; 

(b) Aufbringen eines als Losung handhabbaren Mate- 
rials in den varbestimmten Bereichen durch Zufiihien 
des Materials von einem in Verbindung nrit einem Vbr- 
ratsbehSlter dieses Materials stehenden cntferntcn 
Ende einer langgestreckten Bohrung zu einem distalen 
Ende dieser Bohrung nahe den vorbestimmten Berei- 
chen, 

wobei die Zufllhrung des Materials derart gesteuert 
wird, dafi es das distale Ende unter der Wirkung der 
Schwerkraft oder der Benetzungsspannung oder einer 
Kombination dieser beiden mittcls des Kontakts zwi- 
schcn dem Material und dem Substrat veriest; und 

(c) Durchfiihrung emes Trocknungsschrittes. 

Bei einer Ausfflhrungsfarm steht die wenigstens eine 
Bohrung in Verbindung mit dem Vbrratsbehalter Qber einen 
flcxiblcn Schlauch, urn eine Bewegung der Bohrung bezflg- 
lich des Substrats zu ermbglichen, so dafi eine selective 
Aufbringung in vorbestimmten Bereichen des Substrats er- 
mfiglicht wird Bei einer anderen Ausfllhrungsform bildet 
die langgestreckte Bohrung einen Toil einer Bohrungsanoid- 
nung, die den Vbrratsbehalter einschliefit und bezuglich des 
Substrats bewegiich ist Bei einer weiteren Ausfllhrungs- 
form ist das Substrat bezflglich der wenigstens einen langge- 
streckten Bohrung bewegiich gclagert 

I>ie Bohrnngsanordnung kann aus einer Ancxdnung in 
Form einer Platte bestehen, die eine Anzahl von Offinmgen 
besitzx, dcrcn jede mit einer entsprccnenden vamebenden 



(i) Querschnittsflache der Bohrung, vorzugsweise im 
Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 nmv% undVoder vorzugs- 
weise kreisfbrmig nrit einem Durchmesser von mehr 
als 50 pm und vorzugsweise mehr als 200 urn; 

(ii) der Abstand zwischen dem Substrat und dem dista- 
30 len Ende der langgestreckten Bohrung, vorzugsweise 

weniger als 10 mm, vorzugsweise noch weniger als 
5 mm und noch besser weniger als 1 mm; 

(iii) Obertragungsgeschwindigkeit des Materials 
durch die Bohrung, vorzugsweise weniger als 3 m/s 

35 und vorzugsweise noch weniger als 1 m/s; 

(iv) Pixelaiisbicitungsflacbcn, die von irgendcincr 
zweckm9Bigen Form sein kdnnen, z.B. quadransch, 
rechtecldg oder kreisfdrnrig, und wekhe vorzugsweise 
einen grofitcn Durchmesser von mehr als 50 urn, mog- 

*> licherweisc mehr als 100 um besatzen, jedoch vorzugs- 
weise weniger als 3 mm und vorzugsweise noch klei- 
ner als 1 nun, Der bevorzugte Bereich der Ausbrei- 
tungsflachen, fur (ten die Erfindung besonders braucb- 
bar ist, betragt 250 um 2 bis 9 mm 2 . 

45 

Dieses Verfahren ist insbesondere anwendbar fur die Her- 
stcllung einer h'chtenritdejsnden Einrichtung, in welcher die 
Anzahl von Ektoxtenbereichen Anodenbereiche sind, und 
bei der das Verfahren einen weiteren Schritt der Aufhrin- 
» gung einer Kamodenschicht nach dem Trocknungsschritt 
umfafit Das als Losung handhabbare Material ist in diesem 
Zusammcnhang ein Bchtermnierendes organisches Material, 
wie ein geeignetes Polymer. 

So bezdeht sich die voriiegende Erfindung allgemein auf 
55 das Mustern von als Losung handhabbaren Materialien in 
optischen/ekkiion^ Knrichtun- 
gen, insbesondere, jedoch nicht ausschliefllich fur LEP-Ma- 
terialien, bei Anwendung eines neuen Auroringverfahrens, 
das insbesoodere fur die Herstellung von gemusterten Ein- 
60 richtungen mit groBen "Ausbrdtungsbereicben" brauchbar 
ist, vorzugsweise Dber 50 um und insbesondere Ober 
100 um. Das Verfahren erlaubt eine Herstellung mit hobem 
Durchsatz und niedrigen Kosten. Bed der bevorzugten Aus- 
nThrungsform wird das Aufbringverfahren in Verbindung 
65 mit Substraten angewendet, die eine Bank von Trennberei- 
chenaufweisen, die zwischen sich Wannen bilden, in die das 
verarbeihiare Material aus einer oder mehreren Anordnun- 
gen von PSpetten getropft wird. Das Tropfen des als Losung 
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handhabbaren Materials kann von Hand oder automatisch groBen VbrteQ gegentiber dem Tinta-striuildruck, indem srie 

gesteuertw<-rden. rricht cinen kompliziertea Tuitenstrahlkopf erfordeni. wel- 

DasAuftnngec des als Utung handhabbarcn Materials, cher sebr einsd-rSnkendc Anfcrdcrungcnfur dTTanschcn 

rabesondere atgantaeher Substanzen, z. B. Polymemn, aus und dynamiscben Lftsungseigcnschaften smllt, wic Viskosi- 

^T^t^,^^ ISSS?" , Vferfahren *> 5 ^TtockDen, Benetzmigawinkel nrit darDlisenplatte.Ob^ 

derTtetenslish^li,iiiiddahersindM^ flachenspannung, Zusetzm der Ttoenstiiuildfiseu, verwend- 

l^ewe beim TlntenjlraUdnick wichtig sind, wic Polymer- barcI^unganiodfllr<JenTlntenstrah^ 

viskreuat, ObofiScbenspannung und Benetzungswinkel, Zum besseren Verstiuidnis dor Erfiodung, und urn zu zei- 

wemgtt knt«h oder sogar imdevant Bam Ttatenstrahl- gen, wie diesette ausgefuhrt werden kann. wird ledigbch 

druck v*. e. , oftmals notwendig, Benefaungamittel und/oder 10 bdapielhaft auf die Figuren Bezug genommen. Bs zeSen: 

Mtaelnir Andenmg der VutkostUu den UntenlBsungen zu- Fig. 1 cine statischc DarsteUuttg des GnindgedantoH der 

zugebcn, urn zu crmoglichen, dafi dieselben durch das Tin- Erfindung- c 

S!f55 lV f fel, ^ a i!?^f Cllt weid f n -^ d voriiegen- Fig. 2eimscl>emanscfaeDmtenung des Aufbringena bd 

den Ernndung besteht viel wemger (lie N^endigkeit, das \fenrendung einer einzii-en Pipette- 

^fl^T V ^ dOT ' u„ u . 13 FJg.3eir«schem a iiEcbeD a ^tei m gQcsAulbru^bci 

Das Verfabren wud hier so beschrieben, dafi aktive Pixel- Verwendung einer linearen Anordnun| von PipettenH 

"""^ °ffL al ^^.J i ^™tti E re a den Fig. 4 edne Dnmfticht auf sine Anordnung von PUpetten; 

tabtung gebildet werden, aber es wud bemeikt, dafi an- Fig. 5a und 5b Draufidcbt bzw. SeteuanLht eSlrAa- 

dereAnwendungenmpg^hsind ordnung fur mehrfkrtriges Auftringen; 

Es ist zu erwarten, daB das als I^ung handhabbare Mate- 20 Fig. 6 eine andere Anordnung fur mehrfarbiges Aufbrin- 

nal aus der Pipette nut einer Geschwindigkeit von wemger gen* ™*u±ur- 

als 3 m/s und votzugsweise weniger ak 1 m/« anstrifl. Die Fig. 7 eine Darstellung des schrittweisen Bewegens einer 

Pipetten sind votzugsweise verukal oberbalb des Substrata Rpcttenanoidnunr 

angeordnet, obwofalsie auch imter eincm Winkel angeord- Fig. 8a und gb eine Darstellung der Wirkung der "Bank"- 
Sl.!!^ B^f^^-E 6 " Anordnung ist daa 25 Fig. 9a bis 9d eine Darstellung von zweiscHchtiBen 

Substrat in emem Abstand von distalen Ende der Pipette an- "Banken"- 6 

geordnet, der ^sreichend kldnist^ so dafi der Tropfen. der Fig. lo'eine Draufcicht auf das Substrat vor dem Aufbrin- 

vom distalen Ende der Pipette freigegeben werden soil, in gen; ™^ 

Kontakt mit dem "^^^J>«eich" auf dem Substrat Elg. 11 eine Anzahl von mflglichen unterscbiedlichen 
stem, bevor er die Pipette verlSBt, so dafi die Benetzungs- 30 Bankfbrmen; 

spanmmg beim En-eugen einer Kraft zum "Herauszieben" Fig. 12 eine DarsteUung einer aliemativen Substratform; 

des TWpfchens auf das Substrat eine Rolle spielt. und * 

Das aus den Pipetten feagegebene \folumen kann leicht Fig. 13 eine schematische DarsteUung eines QLBD 

dumb die Abmessungen der Pipette und die Zdt und den Der der Ernndung zugnmdeueeente Gnindjredanke be- 

Es konnen vorhandene automausierte prtztse Mikro-Pipet- one gemusterte Anordnung von Trfipfchen einer I^sung™ 

U^orinungen verwendet werden^ welche hauflg in der nes Materials aufzubringen: das aus u^endeinern aSuTg 

bioAAarniazeuuscben Wiasensehaft Anwecdung flnden, handhabbaien oiganischen Halbleiter oder Leiter besteht 

IXi^v!!K n ^« w ^;Eine Steuerung des Fig. 1 zeigt denGrundgedanken.InFlg. 1 ist mit 2 das E 
i^hI^^^ d ^^x5 0OZe T tlOOdMal8 * ^ ^ tine crganiscne Einrichtung bezeichnet. Wie in der 

handhabbaren Materials, die Menge der ausgegebe- Technik bekannt, kann das Substrat aus Glas oder Knnst- 

^^L^TT^ SubStrat f ^ ? C ^ werden, es ist jedoch normalerweise duich- 

S^SS ^^f-,^ 1011 ^ 81 T^ 1 ^ 6eo ' ^8 ^ ta wesentlichen durchsichtig. Das Substrat 2 

Oiundsltahchutt to Wahren vtel billiger als der Tmten- trfigt eine Anzahl von ersten Elektrodenbemichen 4, die in 

Obwohl die Auflosung der aknven Pixelbenriche, die durch gesehn sind. Die Btektmdenbereicne 4 konnen ausDidiunt 

das erfmdungsgemaBe \ferfahren gebildet werden, nicht so zimoxid (IK» s^^n^a^^SZ 

fanson kflnnte, al^ , « ttri, ^nteitstrahldruck mdglich warn, fur einzelne TiiSS^^^^^^ 

^r^jS^.* 6 dteN^ite fur Einrich- Eleldrodenb^eiche 4 kdnnen outer ZSu^^^uS 
tungentmt grf^n-AusbrwlmigsDereichen-. so bekannten Technik gefbrmt werden ""^"B u « OOQelnBr 

Andere bevorzugte, jedoch nicht wesemliche Medcmale Die HekTrodenbereiche 4 werden durch eine "Bank- « 

^^^ WCT ^ M ? CDC ^ hren VOm ^ nes isolierenden Films 6 voneuS Snt, oielete gl" 

T^^^^T^^ 3 ^^ 1 ^ famt °** « ennMtert ^ ™ WannLTzu STdSler^ 

ah ba e^ typischen TbitenstraWverfahren, und bei der Bdden in Kontakt mit den Elektexlenbereicnen 4te En- 

S^," USfi ^. n ^ fbnn ^ *°<*>™^tete. SS ricbtung stehen. Die IWug^B^S^htgena- 

n^^ZJ 1 ^^ ™?'™ nm l^l}l nmi - eine tetaamte Technik erfolin. wie SiebdructFoK- 

TJ5 e £\?£ ^^ t A3 ^!T e ^ bZCD WCldcn M^ootaktdruck und dergL Alternativ kWle 

Trepfchen mcfat wie beuu TintensUaMdruck ausgespribl, Bank selbst durch \ferwendung vonin 1^ angeordneten 

^Z^iZtr P,pettEn ^ VOTwiE ^ Kpetten mit dem hierb^benen seSvenKS- 
SfSJ^^^S^SS^ d ^ dcoKon " 60 verfabren aufgebracht werden. So kann das AufbringeTdl 

d^TtStetS^^^^^ K^^u^^l^TaXb^ 
bo^on*iicbonai-n<»fen ff bild«l«o<ioitoi.a«, <s EtaSAiiz^ 1 «K»i ra 10i«toS»ili.d« m i» l .nJ, 
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1 ist zwar due Anzahl von Pipetten 10 daigestellt, deren 
jede mil eotsprecbeoden Wanneo 8 ausgerichtet und mit ei- 
Dcm gemeinsamen Varratsbchfiltcr 14 Ubcr cine gemein- 
same Leiturjg 12 verbunden isL Es sind jedoch mehrcre an- 
dere Anardnungen mbglkh, wie im fblgenden beschrieben 
wind. Die Anordnung gemfifi Fig. 1 wild nur verwendet, urn 
das ftinrip dcrErfindung zu eriautern. 

Das Substral ist varzugsweise cbcn (vor dem Aufbringen 
der Bankbereicfae) und horizontal angeordnet, wfihrend die 
Pipetten im wesentlichen vertikal angeordnet sind. Dies 
trggt zur Erzielung einer glrichfflnnigen Hlmdicke uber die 
Ausbidtungsbereicbe bei, die zwischen den Banktren- 
nungsbereichen gebildet sind. 

Die Anordnung gemSfi der Erfindung ermog lic ht das Auf- 
bringea von Flecken von Losungstropfen 16 in kontrollier- 
ter Weise in die Wanncn 8. 

Es wizd zwar der Ausdruck Pipette durchwegs zur Be- 
schreibung der Telle 10 benutzt, es ist jedoch zu bemerken, 
daB diese Teile die Form von langgestieckten hohlen Rohren 
bcsitzen, die das Auftropfen einer Losung unter der Wir- 
kung der Schweikraft von einem arit dem Vbrratsbehalter 1 4 
verbundenen errtfernten Ends des Rohrs zum distal eg Ende 
des Rohrs nabe den Ofrnungen der Wanncn 8 ermoglichL 
Andere Teile, die zur Vcrwirklichung der Pipetten 10 ver- 
wendet werden konnten, kdnnten bedspielsweise Mikropi- 
petten, Spritzen, vorstehende Diisen, boble Nadeln und 
dergL sein. Die Bobrungen kflnnen konisch oder zylindrisch 
sein. Bei der beschriebenen Anordnung hat die Bobrung der 
Pipetten 10 eine Querschnittsflache im Beieich von 
0,001 mm 2 bis 10 mm*. Bei der bevarzugten Anordnung ha- 
ben die Pipetten eine kreisfortrrige Bohnmg und der Dutch- 
mcsscr ist vorzugsweise grOBer als 50 urn und besser noch 
grttfier als 200 urn. Ban Durchmesser von 50 urn entspricht 
der Querschnittsflache von etwa 2000 um?, und ein Durch- 
messer von 200 urn entspricht einer Quersclurittsflacbe von 
etwa 31 400 um 2 . Bei der voriiegenden Erfindung brauch- 
bare Pipettenanoidnungen sind auf dem phannazeutischen, 
bio- und biotechnischen Gebiet bekannt und werden daher 
Mer nicht im Einzelnen beschrieben, obwohl Abanderungen 
notig sein konnen, urn eine Optimierung der lechnik fur die- 
sen Zweck zu ermSglichen. Trotzdem wird bemerkt, daB sie 
aus Glas, Metall, Kunststoff oder Keranrik oder tatsachlich 
aus irgendeinem gceigneten Material hergestellt werden 
konnen, das mit dem als Losung handhabbaren organ! schen 
Material, das aufgebracht wird, vertrflglich ist 

Die Bank 6 spielt eine wichtigB Rolle, um zu vernindem, 
daB rich Losungstropfchen 16 ausbrd ten, und um die Benet- 
zung zu steuern. Obwohl es grundsfitzlich moglich ist, die 
Erfindung ohne Vfcrwendung eines Substrata mit einer vor- 
her aufgebrachten Bank zu verwirklicben, verbessert das 
Vorhandensein einer Bank wghrend des Aufbringens die 
Leistung der fertigen Einrichtungen. Die Bank oder ein Teil 
der Bank kann nach dem Aufbringen entfemt werden, so 
dafi sie am fertigen Produkt nicht oder nur teilweise vorhan- 
denist 

Die Wahl der Bankdicke ist wichtig, um die aufgebrach- 
ten Tropfchen 16 richtig innerhalb des Aufmingbereichs zu 
halten, ohne die Bank zu (iberflutea Eine Dicke t von 
04 ^nu vorzugBweise 5 um oder dartfber und noch besser 
10 pm oder dartiber ergibt eine annehmbare Wirkung. Die 
Benetzungseigenschaften der Bank 6 mussen ebenfalls be- 
rucksichtigt werden, so daB wenigstens der obere Teil einer 
Bank nicht leicht durch die Losung benetzbar ist Beispiel- 
hafte Formgebungen der Bank werden ausfQhriicher im fol- 
genden eriButert 

Die Bank kann leicht mit hohem Durchsatz und btUig 
durch Siebdruck aufgebracht und gemustert oder gefbnnt 
werden. Andere Verfahren umfassen Qbliche Aufbringung 
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(Spin, Schneide, Memskus, Sprtihen, Beschichten und 
dergL) zusam m en mit fbtolithografischen Formen oder Mu- 
stem. Eine andere Alternative ist der Mikrokontaktdruck. 
Eine wdtere Alternative ist die Yerwcadung eines Pipetten- 
5 aufhringverf ahrens, wie es bier beschrieben wird. Materia- 
ls fiir die Bank sind vorzugsweise organischelsoliermate- 
rialien, z. B. Polyinrid, konnten jedoch anorganisch sein. 

fig. 2 ist cine schematische Darstellung einer Anlage, die 
eine einzige Pipette 10 verwendet Die Pipette 10 steht in 
10 V^indung mit dem Vbrratsbehalter 14 iiber die Leitung 12, 
Eine Relativbewegung ist zwischen dem Substral 2 und der 
Pipette 10 vorgesehen, die entweder eine Bewegung der Pi- 
pette 10 seitlich bezflglich des Substrata errndglicht, wie 
durch den Prtril A bezeicfanet, oder indem eine Bewegung 
15 des Substrata 2 seitlich bezflglich der Pipette 10 bewirkt 
wird, wie durch den Pfeil B oder beide Pfeile A und B ange- 
geben ist Um eine Bewegung der Pipetle 10 zu ermfigli- 
chen, kann die Leitung 12 flexibet sein. Altemativ kann die 
Lritung 12 starr sein und die ganze Pipetten anordnung, wel- 
20 che die Pipette 10, die Leitung 12 und den Vbrratsbehalter 
14 umfafit, kann beweglich ausgeftihrt sein. Mit 18 ist ein 
Ausgabernechamsrmis bezeLchnet, der unter der Steuerung 
einer Steuereinrichtung 20 betttigbar ist Der Ausgabeme- 
chanismus kann unter Druck oder auch von Hand oder auch 
25 automatisch betStigt werden. Obwohl der Ausgabemecha- 
msmus am Boden des \brratsbehalters daigestellt ist ist 
dies nur zu schematiscben Zwecken gewahlt Der Ausgabe- 
mfichanismus kann an irgendeiner geeigneten Stelle in der 
Hpettenanordnung angeordnet werden. 
30 Fig. 3 zeigt das Aufbringen unter Yerwendung einer line- 
aren Anordnung 22 von Pipetten 10. Die lineare Anordnung 
umfaBt eine Platte, die in Rg. 3 in Seitenansicht gczcigt ist 
und auf ihrer Unterseite eine Anzahl von Offiuingen 24 auf- 
weist durch die die Pipetten 10 vorragen. Bei der Anord- 
35 nung der F^. 3 ist eine einzige Reihe von Pipetten 10 in der 
Platte 22 vorgesehen. Die Platte 22 hat Bobrungen 26, die 
ein Kornmumzieren der Pipetten 10 mit dem Vbrratsbehalter 
14 er rn oglichen. Die lineare Anordnung und/oder das Sub- 
strat 2 konnen sich in der x-y-Ebcne entweder in der x- oder 
40 indery-Richtungbewegen. 

Fig. 4 zeigt eine zweidimensionale Anordnung 28 von K- 
petten in Draufsicht auf ihre Unterseite. Obwohl in Kg. 4 
nicht ersichtUch, ist klar, dafi die Pipetten 10 aus der Unter- 
seite der Anordnung 28 vorragen und in x- und y-Richtung 
45 regelmfiBig angeordnet sind Bei einer zweidimensionalen 
Anordnung der in Fig, 4 gezeigten Art konnen die Pipetten 
10 mit den erfordertichen Aufbririgbcreichen auf dem Sub- 
stral 2 ausgerichtet sein, und die Musterung kann so in ei- 
nem Ein-Schritt- Verfahren stattfinden. Fur die Anordnung 
» einer einzelnen Pipette oder einer linearen Anordnung ge- 
mflB Fig* 2 und 3 ist dagegen eine Relativbewegung erfor- 
dcriich, wie bereits erlautert. Es kann ein welter Bereich von 
regelmflBigen oder unregelrnMfiigen Pupettenanordnungen 
mit oder ohne Verwendung von Fortschalt- und Wiederho- 
55 lungsbetkrigungen ins Auge gefaBt werden. 

Ffg. 5a und 5b zedgen eine Anordnung von Pipetten 30 fur 
inehrfarbiges Aufbringen. Das heiBt die Anordnung der Pi- 
petten ist derart, daB sie jeweils mit Aiifbringbeieichen aus- 
gerichtet werden konnen, die aus verscmedenen Fblymeren 
» herzustellen sind, welche lkhtermttierende Eigenschaften 
bei jeweils uritcrschicclichen Wellenlangcn besitzen. Die Pi- 
petten sind mil lOx, lOg und 10b bezeichnet, um die Tksa- 
che anzugeben, dafi sie jeweils rot, grim bzw. blau emitrie- 
rende Polymcre zufuhren. Sie sind jeweils nrit untxrschied- 
« Uchen Vorratsbehaltern 14r, 14g und 14b zur Zuftihrung die- 
ser jeweils urrterschieclichen Polymere verbunden. 

Fig. 6 zeigt eine andere Anordnung, bei welcher drei li- 
neare Reihen 32, 34 und 36 zur jeweiligen Zuftihrung der 
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unteisdriedliches Licht enrittkrenden Polymere vorgesehen 
sind 

Das den Fig, 5a, 5b und 6 zugrundclicgendc Prinzip kann 
aucb auf das Aufbringcn anderer Polymere in dcr glacben 
Richtung ausgedebnt werden, z. B. leitende Polymer© zur 
Bildung von T aduiig gtranspor tschicbte n. 

Fig. 7 zcigt wic einc lineare Anordnung 22 dcr in Fig. 3 
gezeigten Ait mit einer kieineren Anzahi von Pipetten als 
der Anzahi von aufgehrachten Bereichen, die bei der ferti- 



kombiniert werden, wie in den Fig. 9a bis 9d gezeigt 

Fig. 12 zcigt cine alternative Substratfonn vor dem Auf- 
bringcn. Bci dcr Anordnung dcr Fig. 12 sind die riD-Stiri- 
fen 4 rich seitlicn ersticckcnd dargestellt wobci sich der 
Bankstreifen 6 quer zu den riT>Streifen4erstreckt Dieser- 
xndglicht eine Bewegung der Pipette 10 kings der zwischen 
den Bfinken 6 erzeugten Wanne, um Lowing in ciner konti- 
nuierlicben oder halbkontinuierlicben Stromung aufzubrin- 
gen. Nach dem Aufbringen der Losung und TYocknen zur 



gen Einricbning erforderlicb sind, verwendet werden kann, 10 Erzeugung eines Films 38 kann eine Kathode aufgebracht 
*~ A 1 ™ : - - — J ■ ™ ~* — - werden, um das fertige frodukt zu erzeugen, das in Fig. 13 

dargestellt ist Die Kathode kann bdspielsweisc aus Alumi- 
nium oder einer Doppelschicht von Aluminium und Kal- 
zium oder aus irgendeinem fur orgamsche LEDs verweode- 
15 ten Kathodenmaterial bestehen. So hat bci dcr ferngen Ein- 
richtung der Fig. 13 die lkhtenrittierende Einrichtung eine 
Struktur, die aus einem Substrat 2, einer Anzahi von Irxfi- 
umzinnoxid-Streifen 4, welche sich seitlich erstrecken, und 



in dem die Anordnung 22 schrittweisc in x- und y-Ricbtung 
vcrsetzt wircL Die gestricbelten limen bezcichnen zukflnf- 
tige Lagen der Anordnung 22, da sie rnehreren Schritten 
uber dem Substrat unterworfen wird 

Bei der vorangehenden Beschreibung wird an g en ommen, 
daB ein einziges Iropfchen 16 der Losung Uber die Pipette 
10 auf den Aufbringbereich an jeder Stelle der Pipette 10 
bzw. der Anordnung 22 getrqpft wird. Es ist jedoch diirch- 
aus moglich, mehrere Schritte vorzunehmen, um mchr als 



einer Anzahi von Bankstreiren 6 besteht, die sich quer zu 
cm Iropfchen an einer Stelle aufeubringen. Es ist ferner a> den laliurjizimioxid-Strcifcn 4 erstrecken. Zwischen den 
moglich, erne koiitinuieriiche oder rjalbkonnnuierliche Strd- Streiftn 6 ist ein dunner Rim aus einem lichtermtnerenden 
mung aus der Pipette 10 anzuwenden, wenn dies mit einer Polymer 38 gebildet, der das Ergebnis eines TVocknungs- 
Bewcgung dcr Pipetten 10 rdativ zum Substrat 2 kombimert schrittes nach dem Aufbringen des als Losung handhabba- 
wird Dies ist bedspiclsweise besonders brauchbar zur Her- ren Materials mit VcrwcndungdcrKpette 10 ist Der dflnne 
stellung von linear gemusterten Bereichen mit linear gemu- 25 Kim 38 liegt uber den Inm" umziimoxid-Stieifen 4 und bildet 



sterten B an ken Beispielsweise ist das Mustem von ver- 
schiedenen roten, grunen und blauen Polymeren in Strcifen 
fur LEPs oder gemusteites fiuoreszierendes Material mog- 
lich. Ferner ist es moglich, Farbfllter fur LCD-Displays in 
dieser Weise zu mustern. 

Fig. 8a und 8b zeigen die Wirkung der Bank 6. In Fig. 8a 
ist ein Iropfchen 16 uber dem linkesten Aufbringbercich 
dargestellt bevar es den ITO-Bereich 4 beruhrt Rechts da- 
von ist dargestellt, was passiert, wenn das Iropfchen mit 
dem ITO-Bcrcich 4 in BerOhrung kommt, d rt, es ist zwi- 
schen den Wan den der Bank 6 auf beiden Sciten derWanne 
8 emgescblossen, 

Nach einem Trocknungsvorgang erscheint die Einrich- 
tung, wie in Fig. 8b gezcigL Das hciBt, das Iropfchen 16 ist 
getrocknet, um Schichten 38 uber den ITO-Bereichen 4 zu 40 
bilden. Diese Schichten 38 sind dunne FilmscMchten der 
Losung, die durch die Pipetten 10 aufgetropft warden sind. 
Die "Ebenheit" der dflnnen Filmschichten 38 wird durch Bc- 
achtung der Losungseigenschaften, der Substrat-Benet- 
zungseigenschaften, der Barik-Benetzungseigenschanen 45 
und der Ebenheit des Substrata gesteuert . 

Fig. 9a bis 9d zeigen ein S ubstrat mit einer zwcischichten 
Bank, wobci die erste Schicht mit 6a und die zweite Schicht 
mit 6b bezeichnet ist. Die erste Schicht 6a kann somit aus ei- 
nem Material mit almlichen Benetzungseigenschaften wie so 
Inmurnzinnoxid gcwanlt werden, das fur die Elcktrodenbe- 
reiche 4 verwendet wird Die zweite Schicht 6b kann ihre 
die Wanne 8 bildenden Bander wegweisend von den Ran- 
dern der ersten Schicht 6a aufweisen. Eine Anzahi von ver- 
scHedenen R an danordnungen sind in den Fig. 9a, 9b, 9c 
und 9d dargestellt Dies ermoglicht, dafi die Hone der zwei- 
ten Schicht 6b ohnc unzulassige Bee influs sung der Benet- 
zungseigenschaften direkt neben der Indiumzinnoxid- 
Schicht vergrofiert wird, wobei diese durch die dunnere 
Schicht 6a, das ITO und die Losungsdgenschaften gesteuert ® 
wird Die zweite Schicht konnte besedtigt werden, so daB sie 
irn fertigen Produkt mcht vorhanden ist 

Fig. 10 ist eine Draufsicht, die klarer darstellt, wie die 
Bank 6 Offnungcn oder Wannen 8 bildet, um akrive Berci- 
chcpfilrm^Einrichnmgfestzuiegen. Mit4 smddkStreifen 65 
des ITO bezeichnet wie oberx 

Fig. 11 zeigt eine Anzahi von mdglichen Barikfbrmen, 
Diese Formen konnen zu einer zweischichtigen Struktur 



daher akrive Pixels p in den "Dberlappungsbereichen. Die 
Kathode 40 flbcrdeckt die Einrichtung. Wenn ein clcktri- 
sches Feld zwischen den mdiumzmrx>xid-Streifen und der 
Kathode 40 angelegt wird, werden Ladungstrager entgegen- 
30 gesetzter Art von dem ITO bzw. der Kathode in die lichte- 
niimerendc Schicht 38 injiziert Diese Ladungstrager re- 
kombimercn und zersctzen sich strahlcnd, um das Aussen- 
den von Licht zu bewirken. 

Das Vferfahren ist zwar mit Bezug auf die Herstellung von 
as OLEDs beschrieben warden, es wird jedoch bemcrkt daB 
auch andere akrive optische, ekknonische oder opto-elek- 
tromsche F.inrirhtungen hergesteUt werden kdnnen, bei- 
spielsweise mehrfarbige und/oder RGB-Einrichtungen, ge- 
musterte LEPs oder Flucrazenzfiller, akrive oder passive 
40 Matrizen, Dioden und Fotodioden, THoden, Optokoppler, 
fbtovoltaische Zellen, Dumiscrnchttrarisistoren und dergL 
Diesen Einrichtungen ist gemeinsam, daB sie wemgstens 
eine gemusterte akrive orgamsche Halbleiter- oder Leiter- 
schicht enthalten. 

Die Anordnung wird vorzugsweise mit einem steuerbaren 
Tropfenabgabemechani smu^ verwendet der in der Lage ist, 
steuerbare Mengen der Losung auf das Substrat auszugeben. 
Jede Pipette kann ednzeln steuerbar scin. 

Warnrnd die hier beschnebene OLED-Struktur mit einem 
im wesentlichen durchsichu'gen Substrat 2 mit vorgemuster- 
ten Etekrrodenbereichen von ITO beschrieben wurde, ist zu 
bernerken, daB auch andere Aufbautcn moglich sind Bei- 
spielsweise und mcht einschrankend ist es moglich, lei ten- 
des Zannoxid oder Metall oder Legierungen als die vorge- 
nmsterten Elektroden zu verwenden. Alternativ trarrn die 
Kathode am Bod en der Anordnung aufgebracht werden start 
auf der Obcrscite, wie in Fig. 13 dargestellt 

Sub stamen, die erfmdungsgemSB aufgebracht werden 
kfinnen, umfassen die fblgenden; 

a) lcitende Polymere, wie Pblyanilin (PANI) und Deri- 
vate, Polythiopbene und Derivate, Polypyrrol und De- 
rivate, Polyemylenm^ytmophen; dotierte Formen all 
dieser Substanzen und insbesondere mit Polystyrol- 
SulfoosSure dotiertes Pblyemylendioxymiophen 
(PEDT/PSS); 

b) als Losung handhabbare Molekularverbindungen 
eiiischliefilich Spire- Verbindungcn, wie sie z, B. in EP- 
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A-0 676461 bescbrieben Bind; 

c) als LBsung bandhabbare, Ladung ttaas p orti epcn de 
und/odcr lumincszierende/elekiiolmm^ Po- 
lymere, varzugsweise konjugieite Polymerc, wic: Po- 
lyphenyleoe uad Derivate, Polypheny lerrvinylene und 5 
Deri vale, Polyfluareoe und Derivate, THaryl enlhal- 
tende Polymerc und Derivate, \farlauferpolymere in 
verschiedenen Formal, Copolymax (euuchliefllich 
der oben benannten Polytnerklas sen) , allgemein stati- 
stische und Blcckcopolyrnere, Polymere mit der akti- 10 
ven (L&hmg transparticrenden und/oder lumheazie- 
rendcn), als Sritengruppen an der Hauptkcttc ange- 
brachtEn Sorten, Tlophene und Deri vale uod dergL; 

d) andeie anorganische \ferbindnngeii, z.B. als Lo- 
sung handhabbare organcmetallische Vbdaufervertin- 15 
dungen zur Herstellung von Isolatoren oder Leiteni. 

In diesem Zusammenhang ist ein als Ldsung handhabba- 
res Material eines, das nach Trocknung cine endgulnge sta- 
bile Form erzeugt, die vorzugsweise opriscb/elekmxnsch/ 20 
cptoelektronisch akriv ist So and Lttsungen, die nach dem 
Trocknen ihxe endgtlMge Form erreichen, eingeschlossen 
wie auch Losungen eines Vbriauferpolymers, das nach dem 
Trodden in die endgtllti gc Form des Polymers rich umwan- 
delt Eine Wedse, in der das als Lttsung handhabbare Mate- 25 
rial seine endgtiltige Farm erreichen kann, ist die Afa damp - 
fung von Losungsmittel, wodurch cin fester geloster Stoff 
zurUckbleibt. Dies kann erreicht werden, indem das Material 
getrocknet wind oder indem man es bei KTP (Zimmertempe- 
ratur und -dmck) trocknen LSBt Naturlich kann eine Hock- 30 
nung durch rich selbst mcht ausreichend sein, una das als 
Ldsung handhabbare Material in scinen cndgUltigen stabilen 
Zustand umzuwandeln, in wekhem Fall wettere Schritte 
vorgesehen werden kfinnen, urn die notwendige Anderung 
in der chendschen Zusammensetzung des Materials zu be- 35 
wirken. 

Das hier beschriebene Aufbringverfahren ist insbeson- 
dere brauchbar fur Inline^ Verarbeitung zum Aufbringen ei- 
ner Anzahl von verschiedenen Substanzen. Das heiBt, cin 
Substrat kann kondnuierlich odcr schrittweise zwischcn ci- 40 
ner Anzahl von verschiedenen Bohrungsanordmmgen zum 
Aufbringen von verschiedenen Materialien fur die Bildung 
unterschiedlicher Schichtcn bcwegt werden. 

Patent anspritehe 45 

1. Verfahrcn zum selektiven Aufbringen eines als La- 
sung handhabbaren orgarrischcn Materials, welches 
umfafit 

Aufbringen des Materials durch eine langgestreckte 50 
Bohrung von cincm in Verbindung mit cin cm Vbrrats- 
bchaller dieses Materials stehcnden cntfcmten Endc zu 
einem distalen Ende nahe einem Substrat zur Auf- 
nabme dieses Materials, wobei die ZufUhrung des Ma- 
terials so gesteuert wird, da£ es das distale EfrvV- unter 55 
der Wirkung der Schwerkraft oder der Benetzungs- 
spanmmg oder einer Xombination derselben infblgc 
des Kontakts zwischen diesem Material und dem Sub- 
strat vedgfit. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die we- » 
nigstecs eine Bohrung in Verbindung mit dem Vbrrats- 
behalter iiber einen flexiblen Schlauch steht, urn eine 
Bewegung der Bohrung bezflglich des Substrata zu er- 
mflgiichen, so daB eine selektive Aufbringung in vor- 
bestimmten Bereichen des Sub stmts ermfiglicht wird. « 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die lang- 
gestreckte Bohrung einen Teal einer Bohrungsanord- 
nung bildet, die den Vfonatsbchalter einschliefit und be- 



zflglich des Substrata beweglich ist, urn das selektive 
Aufbringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats 
zu crmoglicben. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das Sub- 
strat hftzflglirh der wenigstens einen langgestreckten 
Bohrung beweglich gelagert ist, urn das selektive Auf- 
bringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats zu 
errnoglichen. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die Bob- 
rungsanordnung aus einer Anordnung in Farm einer 
Platte besteht, die eine Anzahl von Oflmmgen besitzt, 
deren jede mit einer entsprechenden vorstebenden 
langgestreckten Bohrung in Verbindung steht, wobei 
die Offnungen eine Vexbindung der Bohrungen mit 
dem VxratsbehalteremOglichen. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, mit wenigstens died 
langgestreckten Bohrungen in Verbindung mit jeweils 
unterschiedTichen VocratsbehaltEm zur Zuftlhrung von 
unterschiedlichen Materialien zu vorbestiinmten Berei- 
chen des Substrats, wobei die unterschiedlichen Mate- 
rialien lichtemittierende orgamsche Materialien sind, 
die Licht von unterscMedlichen Wallenlangen emirtie- 
ren kdnnen. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem das Substrat ein vozgeformtes Muster 
von Irennmaterial zur Bildung vorbesmmnter Berei- 
che tragt, in denen das selektive Aufbringen stattfinden 
soli 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei welchem ein Eiek- 
trodenmaterial in den vorbestimmten Bereichen vctrher 
aufgehracht women ist. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die Querschnitlsflaciie der Bohrung 
im Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm 2 liegt 

10. Verfahren nach cincm der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem der Abstand zwischen dem Substrat 
und dem distalen Ende der langgestreckten Bohrung 
werriger als 10 mm betragt 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die Geschwindigkeit des Aufbrin- 
gens des Materials uber die langgestreckte Bohrung 
wemger als 3 m/s betragt 

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
chc, bei wdchem die vorbestimmten Bereicheeinema- 
ximale Abmessung von mehr als 50 um besitzen. 

13. Verfahren zum Herstellen einer optischen, elektro- 
nischen oder optoclektronischcn Einrichtung, welches 
umfafit: 

(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbe- 
stimmten Musters von Irennmaterial zur Bildung 
von vorbestimmten Bereichen fur das darauffol- 
geode Aufbringen eines als Ldsung handhabbaren 
Materials; 

(b) Aufbringen eines als Lttsung handhabbaren 
Materials in den vorbestimmten Bereichen durch 
ZufUhren des Materials von einem in Verbindung 
mit einem Vorratsbehalter dieses Materials stc- 
henden entferoten Ende einer langgestreckten 
Bohrung zu einem di«fei)<?n Ende dieser Bohrung 
nahe den vorbestimmten Bereichen, 

wobei die ZufUhrung des Materials derart gesteu- 
ert wird, daB es das distale Ende unter der Wr- 
kung der Schwerkraft oder der Benetzungsspan- 
nung oder einer Kombinalion dieser beiden mit- 
tels des Kontakts zwischen dem Material und dem 
Substrat verl&fit; und 

(c) Durebfilhrung eines Troclmungsschrittes. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, welches vor dem 
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Schritt (a) den Schritt des Ausbildens aiifdem Substrat 
einer Anzahl von Elctoxlenbcreichen umfaBt, die in 
den voibcstuTrmten Bemch.cn freiliegcn. 

15. Verfahren nacb Anspruch 14, bci wclchem die 
Elektrodenbereiche Anodeoberexche sind und das \fer- 5 
fahren eioeo weiteren Schritt des Aufbringens einer 
Kathodeoscaicht aach dem Trocknungsschritt umfafit 

16. Verfahrco aach Anspruch 13, 14 oder 15, bei wcl- 
chem das als L&sung handhabbare Material ein Kchte- 
mittierendes orgamsches Material ist 10 

17. Verfahrco nach Anspruch 1 oder 13, bei wclchem 
das Material in Kontakt mil dem Substrat gebracht 
wird, wfihrend das Material noch in Kontakt mil dem 
distalen Ende dex Bohrung stent. 

18. Verfahrco zum HersteUen einer aktiven Kompo- ls 
nente fUr eine optische, elektronische oder optoelektro- 
msche Einrichtung unter Anweodung des \ferfahrens 
nach Anspruch 1 oder Anspruch 13. 
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